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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１基板と、
　前記第１基板に対向して配置された第２基板と、
　前記第１基板及び前記第２基板の間に設けられた液晶層と、
　前記第１及び第２基板の各々の前記液晶層側に設けられ、前記液晶層の配向を規制する
配向膜と、
　前記第１基板と前記第２基板との間に挟持され、前記第１基板及び前記第２基板を互い
に接着するとともに、前記液晶層を周回するように枠状に設けられたシール材と
　を備え、
　前記シール材の配置領域には、フーリエ変換赤外分光光度計から出射された赤外光を該
フーリエ変換赤外分光光度計へと反射して、前記配置領域における前記配向膜の有無を判
別するための金属パターンが設けられていることを特徴とする液晶表示パネル。
【請求項２】
　前記金属パターンは、該金属パターンの内周面と前記配置領域の内周面とが同一平面と
なるように配置されていることを特徴とする請求項１に記載の液晶表示パネル。
【請求項３】
　前記金属パターンは、前記配置領域の内周面に沿って枠状に設けられていることを特徴
とする請求項１または請求項２に記載の液晶表示パネル。
【請求項４】
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　前記金属パターンの幅が、５０μｍ以上であることを特徴とする請求項１乃至請求項３
のいずれか１項に記載の液晶表示パネル。
【請求項５】
　前記金属パターンの厚みをＣ、前記液晶表示パネルの厚み方向における前記第１基板と
前記第２基板との間の距離をＤとした場合、Ｃ＜Ｄの関係が成立することを特徴とする請
求項１乃至請求項４のいずれか１項に記載の液晶表示パネル。
【請求項６】
　前記金属パターンが、タンタル、クロム、モリブデン、ニッケル、チタン、銅、アルミ
ニウムからなる群により選ばれる１種により形成されていること特徴とする請求項１乃至
請求項５のいずれか１項に記載の液晶表示パネル。
【請求項７】
　前記金属パターンが、前記第１及び第２基板の少なくとも一方に設けられていることを
特徴とする請求項１乃至請求項６のいずれか１項に記載の液晶表示パネル。
【請求項８】
　単純マトリクス方式、又はアクティブマトリクス方式により駆動されることを特徴とす
る請求項１乃至請求項７のいずれか１項に記載の液晶表示パネル。
【請求項９】
　基板と、
　前記基板に設けられ、液晶層の配向を規制する配向膜と、
　前記基板におけるシール材の配置領域に設けられた金属パターンと
　を備える液晶表示パネル用基板の検査方法であって、
　フーリエ変換赤外分光光度計により、前記金属パターンに赤外光を照射する照射ステッ
プと、
　前記金属パターンにより反射された前記赤外光を前記フーリエ変換赤外分光光度計によ
り受光して、赤外吸収スペクトルを測定する測定ステップと、
　前記赤外吸収スペクトルに基づいて、前記配置領域における前記配向膜の有無を判別す
る判別ステップと
　を少なくとも含むことを特徴とする液晶表示パネル用基板の検査方法。
【請求項１０】
　前記判別ステップにおいて、前記フーリエ変換赤外分光光度計により測定された前記赤
外吸収スペクトルと、予め記憶された他の赤外吸収スペクトルを比較することにより、前
記配置領域における前記配向膜の有無を判別することを特徴とする請求項９に記載の液晶
表示パネル用基板の検査方法。
【請求項１１】
　前記照射ステップにおいて、入射面に平行に偏光された前記赤外光を７５°以上８５°
以下の入射角により入射させることを特徴とする請求項９または請求項１０に記載の液晶
表示パネル用基板の検査方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一対の基板を所定の間隔を隔てて重ね合わせ、一対の基板の間隙に表示媒体
層である液晶層を封入する液晶表示パネル、液晶表示パネル用基板の検査方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、携帯電話等のモバイル型端末やノート型パソコン等の各種電子機器の表示パネル
として、薄くて軽量であるとともに、低電圧で駆動でき、かつ消費電力が少ないという長
所を有する液晶表示パネルが広く使用されている。
【０００３】
　一般に、液晶表示パネルは、互いに対向して配置された一対の基板（即ち、ＴＦＴ（Th
in Film Transistor）基板とＣＦ（Color Filter）基板）と、一対の基板の間に設けられ
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た液晶層と、液晶層の配向を規制する配向膜と、一対の基板を互いに接着するとともに、
両基板の間に液晶を封入するために枠状に設けられたシール材とを備えている。
【０００４】
　ここで、一般に、配向膜は、印刷法等によりポリイミド樹脂を塗布し、その後、焼成す
ることにより形成するが、当該配向膜は、基板上の表示領域及びその外周に設けられたシ
ール材の近傍に形成される。この際、シール材の配置領域に配向膜が形成されてしまうと
、シール材を塗布して形成する際に、シール材と基板との間に配向膜が存在するため、シ
ール材による密着強度の低下が生じるという問題があった。
【０００５】
　また、例えば、配向膜がポリイミド樹脂により形成されている場合、当該ポリイミド樹
脂が有する透湿性により、シール材の外側にはみ出した配向膜が外部の水分を吸収してし
まい、シール材の内部に配置された液晶層が汚染されてしまうという問題があった。
【０００６】
　そこで、このような不都合を防止するために、シール材の配置領域に形成された配向膜
を除去する方法が提案されている。より具体的には、例えば、配向膜を形成した後、レー
ザ光を照射してシール材の配置領域に形成された配向膜を除去する方法が開示されている
（例えば、特許文献１参照）。また、配向膜を形成した後、洗浄工程で純水洗浄を行うこ
とにより水溶性レジストの除去を行うリフトオフ方法を使用して、シール材の配置領域に
おける配向膜を除去する方法が開示されている（例えば、特許文献２参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００７－１１４３６１号公報
【特許文献２】特開２００９－８８６８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかし、上記特許文献１、２に記載の方法では、シール材の配置領域に形成された配向
膜の除去は行うことができるものの、シール材の配置領域における配向膜の有無を判別す
ることができず、配向膜が除去できているか否かを確認することが困難であるという問題
があった。
【０００９】
　また、光学顕微鏡を使用した目視による確認を行うことも考えられるが、この方法では
、配向膜の有無を判別に個人差が生じるとともに、非常に手間と時間がかかる上、液晶表
示パネルを破壊する必要があるという問題があった。
【００１０】
　そこで、本発明は、上述の問題に鑑みてなされたものであり、シール材の配置領域にお
ける配向膜の有無を判別することができるとともに、シール材の配置領域に存在した配向
膜が除去できているか否かを確実に確認することができる液晶表示パネル及び液晶表示パ
ネル用基板の検査方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記目的を達成するために、本発明の液晶表示パネルは、第１基板と、第１基板に対向
して配置された第２基板と、第１基板及び第２基板の間に設けられた液晶層と、第１及び
第２基板の各々の液晶層側に設けられ、液晶層の配向を規制する配向膜と、第１基板と第
２基板との間に挟持され、第１基板及び第２基板を互いに接着するとともに、液晶層を周
回するように枠状に設けられたシール材とを備え、シール材の配置領域には、フーリエ変
換赤外分光光度計から出射された赤外光をフーリエ変換赤外分光光度計へと反射して、配
置領域における配向膜の有無を判別するための金属パターンが設けられていることを特徴
とする。
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【００１２】
　同構成によれば、シール材の配置領域における配向膜の有無を判別する判別用マークと
して、フーリエ変換赤外分光光度計から出射された赤外光をフーリエ変換赤外分光光度計
へと反射する金属パターンをシール材の配置領域に設ける構成としている。従って、フー
リエ変換赤外分光光度計の顕微反射法を使用することができるため、フーリエ変換赤外分
光光度計により測定された赤外吸収スペクトルに基づいて、シール材の配置領域における
配向膜の有無を判別することが可能になり、非接触測定により配向膜の有無を判別するこ
とが可能になる。特に、シール材の配置領域に存在した配向膜を除去した後に、シール材
の配置領域における配向膜の有無を判別することができるため、シール材の配置領域に存
在した配向膜が除去できているか否かを確実に確認することができる。
【００１３】
　また、光学顕微鏡を使用した目視による確認と異なり、配向膜の有無の判別に個人差が
生ぜず、また、液晶表示パネルを破壊することなく、迅速かつ容易に配向膜の有無を判別
することができる。
【００１４】
　また、非接触測定により容易に配向膜の有無を判別することが可能であるため、シール
材の配置領域において配向膜が存在する場合であっても、迅速かつ容易に配向膜を除去す
ることができる。従って、生産性が向上するとともに、歩留まりを向上することができる
。
【００１５】
　また、金属パターンを設けて、フーリエ変換赤外分光光度計の顕微反射法を使用するこ
とにより、低コストで配向膜の有無を判別することができる。
【００１６】
　また、シール材の配置領域に金属パターンを設けているため、外観を損なうことなく、
配向膜の有無を判別することができる。
【００１７】
　また、本発明の液晶表示パネルにおいては、金属パターンは、金属パターンの内周面と
配置領域の内周面とが同一平面となるように配置されていてもよい。
【００１８】
　同構成によれば、配向膜を金属パターンの内周面の位置で塞き止めて、配向膜がシール
材の配置領域に形成されることを効果的に抑制することができる。
【００１９】
　また、本発明の液晶表示パネルにおいては、金属パターンは、配置領域の内周面に沿っ
て枠状に設けられていてもよい。
【００２０】
　同構成によれば、シール材の配置領域の全体に渡って、非接触測定により配向膜の有無
を判別することが可能になる。
【００２１】
　また、本発明の液晶表示パネルにおいては、金属パターンの幅が、５０μｍ以上であっ
てもよい。
【００２２】
　同構成によれば、フーリエ変換赤外分光光度計において、金属パターンの表面により反
射された赤外光の検出精度を向上させることが可能になる。
【００２３】
　また、本発明の液晶表示パネルにおいては、金属パターンの厚みをＣ、液晶表示パネル
の厚み方向における第１基板と第２基板との間の距離をＤとした場合、Ｃ＜Ｄの関係が成
立する構成としてもよい。
【００２４】
　同構成によれば、第１基板と第２基板とをシール材で貼り合せる際に、金属パターンの
厚みによって貼り合わせが阻害されるという不都合を回避でき、製造条件を変更すること
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なく液晶表示パネルを生産することが可能になる。
【００２５】
　また、本発明の液晶表示パネルにおいては、金属パターンが、タンタル、クロム、モリ
ブデン、ニッケル、チタン、銅、アルミニウムからなる群により選ばれる１種により形成
されていてもよい。
【００２６】
　同構成によれば、安価かつ汎用性のある金属材料により、金属パターンを形成すること
ができる。
【００２７】
　また、本発明の液晶表示パネルにおいては、金属パターンは、第１及び第２基板の少な
くとも一方に設けられていてもよい。
【００２８】
　また、本発明の液晶表示パネルにおいては、液晶表示パネルは、単純マトリクス方式、
又はアクティブマトリクス方式により駆動されてもよい。
【００２９】
　本発明の液晶表示パネル用基板の検査方法は、基板と、基板に設けられ、液晶層の配向
を規制する配向膜と、基板におけるシール材の配置領域に設けられた金属パターンとを備
える液晶表示パネル用基板の検査方法であって、フーリエ変換赤外分光光度計により、金
属パターンに赤外光を照射する照射ステップと、金属パターンにより反射された赤外光を
フーリエ変換赤外分光光度計により受光して、赤外吸収スペクトルを測定する測定ステッ
プと、赤外吸収スペクトルに基づいて、配置領域における配向膜の有無を判別する判別ス
テップとを少なくとも含むことを特徴とする。
【００３０】
　同構成によれば、金属パターンにより反射された赤外光をフーリエ変換赤外分光光度計
により受光して、赤外吸収スペクトルを測定することにより、配置領域における配向膜の
有無を検査する構成としている。従って、フーリエ変換赤外分光光度計の顕微反射法を使
用することにより、シール材の配置領域における配向膜の有無を検査することが可能にな
り、非接触測定により配向膜の有無を判別することが可能になる。
【００３１】
　また、非接触測定により容易に配向膜の有無を検査することが可能であるため、シール
材の配置領域において配向膜が存在する場合であっても、迅速かつ容易に配向膜を除去す
ることができる。従って、生産性が向上するとともに、歩留まりを向上することができる
。
【００３２】
　また、金属パターンを設けて、フーリエ変換赤外分光光度計の顕微反射法を使用するこ
とにより、低コストで配向膜の有無を判別することができる。
【００３３】
　また、シール材の配置領域に金属パターンを設けているため、外観を損なうことなく、
配向膜の有無を判別することができる。
【００３４】
　更に、種々の配向膜除去方法を検討する際に、これらの配向膜除去方法の有効性を容易
に確認することができるため、配向膜除去方法の検討を容易かつ短期間で行うことが可能
になる。
【００３５】
　また、本発明の液晶表示パネル用基板の検査方法においては、判別ステップにおいて、
フーリエ変換赤外分光光度計により測定された赤外吸収スペクトルと、予め記憶された他
の赤外吸収スペクトルを比較することにより、配置領域における配向膜の有無を判別する
構成としてもよい。
【００３６】
　同構成によれば、フーリエ変換赤外分光光度計により測定された赤外吸収スペクトルと
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、予め記憶された他の赤外吸収スペクトルを比較することにより、配向膜の有無を検査す
るため、簡単な方法により、配向膜の有無の検査を迅速かつ正確に行うことが可能になる
。
【００３７】
　また、本発明の液晶表示パネル用基板の検査方法においては、照射ステップにおいて、
入射面に平行に偏光された赤外光を７５°以上８５°以下の入射角により入射させる構成
としてもよい。
【００３８】
　同構成によれば、フーリエ変換赤外分光光度計により赤外吸収スペクトルを測定する際
に、高感度反射法（または、反射吸収法）により赤外吸収スペクトルを測定することがで
きる。従って、非常に高い感度で金属パターンの表面上に存在する薄膜（配向膜）を検出
することが可能になるため、配向膜の厚みが非常に薄い場合であっても、シール材の配置
領域における配向膜の有無を検査することが可能になる。
【発明の効果】
【００３９】
　本発明によれば、シール材の配置領域における配向膜の有無を非接触測定により判別す
ることが可能になる。また、シール材の配置領域に存在した配向膜が除去できているか否
かを確実に確認することができる。また、液晶表示パネルを破壊することなく、迅速かつ
容易に配向膜の有無を判別することができる。
【図面の簡単な説明】
【００４０】
【図１】本発明の実施形態に係る液晶表示パネルの全体構成を示す平面図である。
【図２】図１のＡ－Ａ断面図である。
【図３】本発明の実施形態に係る液晶表示パネルの等価回路図である。
【図４】本発明の実施形態に係る液晶表示パネルを構成するＴＦＴ基板の全体構成を示す
断面図である。
【図５】本発明の実施形態に係る液晶表示パネルの表示部の全体構成を示す断面図である
。
【図６】本発明の実施形態に係る液晶表示パネルを構成するＴＦＴ基板の全体構成を示す
断面図である。
【図７】本発明の実施形態に係る液晶表示パネルを構成するＣＦ基板の全体構成を示す断
面図である。
【図８】本発明の実施形態に係る配向膜の有無の判別方法を説明するための図である。
【図９】本発明の実施形態に係る配向膜の有無の判別方法を説明するためのフローチャー
トである。
【図１０】本発明の実施形態に係る液晶表示パネル用基板の検査方法により測定された赤
外吸収スペクトルの一例を示す図である。
【図１１】本発明の実施形態に係る配向膜の有無の判別方法を説明するための図である。
【図１２】本発明の実施形態に係る液晶表示パネル用基板の検査方法により測定された赤
外吸収スペクトルの一例を示す図である。
【図１３】本発明の実施形態に係る液晶表示パネルにおける金属パターンを示す平面図で
ある。
【図１４】本発明の実施形態に係る液晶表示パネル用基板の検査方法において使用するフ
ーリエ変換赤外分光光度計における赤外吸収スペクトルの測定方法の変形例を説明するた
めの図である。
【図１５】本発明の実施形態に係る液晶表示パネル用基板の検査方法において使用するフ
ーリエ変換赤外分光光度計における赤外吸収スペクトルの測定方法の変形例を説明するた
めの図である。
【図１６】本発明の実施形態に係る液晶表示パネルにおける金属パターンの変形例を示す
平面図である。
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【発明を実施するための形態】
【００４１】
　以下、本発明の実施形態を図面に基づいて詳細に説明する。尚、本発明は、以下の実施
形態に限定されるものではない。
【００４２】
　図１は、本発明の実施形態に係る液晶表示パネルの全体構成を示す平面図であり、図２
は、図１のＡ－Ａ断面図である。また、図３は、本発明の実施形態に係る液晶表示パネル
の等価回路図であり、図４は、本発明の実施形態に係る液晶表示パネルを構成するＴＦＴ
基板の全体構成を示す断面図である。また、図５は、本発明の実施形態に係る液晶表示パ
ネルの表示部の全体構成を示す断面図であり、図６は、本発明の実施形態に係る液晶表示
パネルを構成するＴＦＴ基板の全体構成を示す断面図である。また、図７は、本発明の実
施形態に係る液晶表示パネルを構成するＣＦ基板の全体構成を示す断面図である。
【００４３】
　図１、図２に示す様に、液晶表示パネル１は、第１基板（液晶表示パネル用基板）であ
るＴＦＴ基板１０と、ＴＦＴ基板１０に対向する第２基板（液晶表示パネル用基板）であ
るＣＦ基板２０と、ＴＦＴ基板１０及びＣＦ基板２０の間に設けられた表示媒体層である
液晶層２５とを備えている。また、液晶表示パネル１は、ＴＦＴ基板１０とＣＦ基板との
間に狭持され、ＴＦＴ基板１０及びＣＦ基板２０を互いに接着するとともに液晶層２５を
封入するために枠状に設けられたシール材２６とを備えている。このシール材２６は、液
晶層２５を周回するように形成されており、ＴＦＴ基板１０とＣＦ基板２０は、このシー
ル材２６を介して相互に貼り合わされている。
【００４４】
　また、図１に示すように、液晶表示パネル１では、ＴＦＴ基板１０がその上辺において
ＣＦ基板２０よりも突出しており、その突出した領域には、後述するゲート線やソース線
などの複数の配線３６が引き出されるとともに、配線３６に接続され、液晶表示パネル１
を駆動するための複数の端子３７が設けられた端子領域Ｔが構成されている。
【００４５】
　また、液晶表示パネル１では、ＴＦＴ基板１０及びＣＦ基板２０が重なる領域に画像表
示を行う表示領域（または、中央領域）Ｈが規定されている。ここで、表示領域Ｈは、画
像の最小単位である画素がマトリクス状に複数配列して構成されている。
【００４６】
　また、ＴＦＴ基板１０には、表示領域Ｈの周りに形成されるとともに、表示に寄与しな
い額縁領域Ｆを有している。この額縁領域Ｆは、図１に示すように、表示領域Ｈの周囲に
おいて枠状に形成されている。
【００４７】
　なお、シール材２６は、図１に示すように、表示領域Ｈの周囲全体を囲む矩形枠状に設
けられている。このシール材２６の枠幅Ｚは、特に限定されないが、例えば、０．５ｍｍ
以上２．０ｍｍ以下に設定できる。
【００４８】
　また、液晶層２５は、例えば、電気光学特性を有するネマチックの液晶材料などにより
構成されている。
【００４９】
　ＴＦＴ基板１０は、図３、図４に示すように、ガラス基板やプラスチック基板等の絶縁
基板６と、当該絶縁基板６上に互いに平行に延設された複数のゲート線１１と、各ゲート
線１１を覆うように設けられたゲート絶縁膜１２とを備えている。また、ＴＦＴ基板１０
は、ゲート絶縁膜１２上に各ゲート線１１と直交する方向に互いに平行に延設された複数
のソース線１４と、各ゲート線１１及び各ソース線１４の交差部分毎にそれぞれ設けられ
た複数のＴＦＴ５と、各ソース線１４及び各ＴＦＴ５を覆うように順に設けられた第１層
間絶縁膜１５及び第２層間絶縁膜１６からなる層間絶縁膜３８とを備えている。また、Ｔ
ＦＴ基板１０は、第２層間絶縁膜１６上にマトリクス状に設けられ、各ＴＦＴ５の各々に
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接続された複数の画素電極１９と、各画素電極１９を覆うように設けられた配向膜９とを
有している。
【００５０】
　また、ＴＦＴ５は、図４に示すように、各ゲート線１１が側方に突出したゲート電極１
７と、ゲート電極１７を覆うように設けられたゲート絶縁膜１２と、ゲート絶縁膜１２上
でゲート電極１７に重なる位置において島状に設けられた半導体層１３と、半導体層１３
上で互いに対峙するように設けられたソース電極１８及びドレイン電極４６とを備えてい
る。ここで、ソース電極１８は、各ソース線１４が側方に突出した部分である。また、ド
レイン電極４６は、図４に示すように、第１層間絶縁膜１５及び第２層間絶縁膜１６に形
成されたコンタクトホール３０を介して画素電極１９に接続されている。また、画素電極
１９は、図５に示すように、第２層間絶縁膜１６上に設けられた透明電極３１と、透明電
極３１上に積層され、透明電極３１の表面上に設けられた反射電極３２とにより構成され
ている。また、半導体層１３は、図４に示すように、下層の真性アモルファスシリコン層
１３ａと、その上層のリンがドープされたｎ＋アモルファスシリコン層１３ｂとを備え、
ソース電極１８及びドレイン電極４６から露出する真性アモルファスシリコン層１３ａが
チャネル領域を構成している。
【００５１】
　なお、ＴＦＴ基板１０の構成は、これに限られず、例えば、ゲート絶縁膜１２の下層に
下地絶縁膜を設けても良く、また、第１層間絶縁膜１５と第２層間絶縁膜１６の上層に保
護膜や有機絶縁膜を設けても良い。
【００５２】
　また、ＴＦＴ基板１０及びそれを備えた液晶表示パネル１の表示部では、図５に示すよ
うに、反射電極３２により反射領域Ｒが規定され、反射電極３２から露出する透明電極３
１により透過領域Ｔが規定されている。
【００５３】
　また、画素電極１９の下層の第２層間絶縁膜１６の表面は、図５に示すように、凹凸状
に形成されており、第２層間絶縁膜１６の表面に透明電極３１を介して設けられた反射電
極３２の表面も凹凸状に形成されている。
【００５４】
　なお、上述の反射領域Ｒは、必ずしも規定する必要はなく、透過領域Ｔのみを規定する
構成としても良い。
【００５５】
　第１層間絶縁膜１５を構成する材料としては、特に限定されず、例えば、酸化シリコン
（ＳｉＯ２）、窒化シリコン（ＳｉＮｘ（ｘは正数））等が挙げられる。また、第１層間
絶縁膜１５の厚みは、６００ｎｍ以上１０００ｎｍ以下が好ましい。これは、第１層間絶
縁膜１５の厚みが６００ｎｍ未満の場合は、第１層間絶縁膜１５を平坦化することが困難
になるという不都合が生じる場合があるためであり、１０００ｎｍより大きい場合は、エ
ッチングにより、コンタクトホール３０を形成することが困難になるという不都合が生じ
る場合があるためである。
【００５６】
　ＣＦ基板２０は、図５に示すように、ガラス基板やプラスチック基板等の絶縁基板２１
と、絶縁基板２１上に設けられたカラーフィルター層２２と、カラーフィルター層２２の
反射領域Ｒにおいて、反射領域Ｒ及び透過領域Ｔにおける光路差を補償するための透明層
２３とを備えている。また、ＣＦ基板２０は、カラーフィルター層２２の透過領域Ｔ及び
透明層２３（即ち、反射領域Ｒ）覆うように設けられた共通電極２４と、共通電極２４上
に柱状に設けられたフォトスペーサ２９と、共通電極２４及びフォトスペーサ２９を覆う
ように設けられた配向膜４８とを有している。なお、カラーフィルター層２２には、各画
素に対して設けられた赤色層Ｒ、緑色層Ｇ、および青色層Ｂの着色層２８と、遮光膜であ
るブラックマトリクス２７とが含まれる。ブラックマトリクス２７は、隣接する着色層２
８の間に設けられ、これら複数の着色層２８を区画する役割を有するものである。また、
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図５に示すように、ブラックマトリクス２７は、フォトスペーサ２９を介して、ＴＦＴ基
板１０が有する層間絶縁膜３９に対向して配置されている。
【００５７】
　なお、フォトスペーサ２９は、例えば、アクリル系の感光性樹脂からなり、フォトリソ
グラフィー法により形成される。
【００５８】
　また、ブラックマトリクス２７は、Ｔａ（タンタル）、Ｃｒ（クロム）、Ｍｏ（モリブ
デン）、Ｎｉ（ニッケル）、Ｔｉ（チタン）、Ｃｕ（銅）、Ａｌ（アルミニウム）などの
金属材料、カーボンなどの黒色顔料が分散された樹脂材料、または、各々、光透過性を有
する複数色の着色層が積層された樹脂材料などにより形成される。
【００５９】
　なお、ＣＦ基板２０の構成は、これに限られず、例えば、ブラックマトリクス２７の上
層に保護膜を設ける構成としても良い。
【００６０】
　また、配向膜９，４８は、図５に示すように、ＴＦＴ基板１０及びＣＦ基板２０の各々
の液晶層２５側に設けられており、液晶層２５の配向を規制するためのものである。また
、この配向膜９，４８は、例えば、ポリイミド樹脂からなり、フレキソ法としてのフレキ
ソ印刷（転写法印刷）やスピンコート法等の印刷法、液状の材料を液滴として吐出する液
滴吐出法により形成される。
【００６１】
　また、配向膜９，４８の厚みは、表示領域Ｈにおいては、２００ｎｍ程度であり、表示
領域Ｈ以外のシール材２６の配置領域３５近傍においては、数ｎｍ～数十ｎｍである。
【００６２】
　上記構成の半透過型の液晶表示パネル１は、反射領域ＲにおいてＣＦ基板２０側から入
射する光を反射電極３２で反射するとともに、透過領域ＴにおいてＴＦＴ基板１０側から
入射するバックライト（不図示）からの光を透過するように構成されている。
【００６３】
　液晶表示パネル１は、各画素電極毎に１つの画素が構成されており、各画素において液
晶層２５に所定の大きさの電圧を印加させることにより、液晶層２５の配向状態を変える
とともに、例えば、バックライトから入射する光の透過率を調整することにより画像が表
示される。
【００６４】
　また、本実施形態においては、図２、図６、図７に示すように、シール材２６の配置領
域３５において、反射部材である金属パターン２が設けられている。
【００６５】
　この金属パターン２は、シール材２６の配置領域３５における配向膜９，４８の有無を
判別するための判別用マークであり、後述のごとく、フーリエ変換赤外分光光度計（ＦＴ
－ＩＲ装置）から出射された赤外光をフーリエ変換赤外分光光度計へと反射することによ
り、シール材２６の配置領域３５における配向膜９，４８の有無を判別するためのもので
ある。
【００６６】
　金属パターン２を形成する材料としては、赤外光を反射するものであれば、特に限定は
されないが、金属２を安価かつ容易に形成するとの観点から、例えば、Ｔａ（タンタル）
、Ｃｒ（クロム）、Ｍｏ（モリブデン）、Ｎｉ（ニッケル）、Ｔｉ（チタン）、Ｃｕ（銅
）、Ａｌ（アルミニウム）等の上述のゲート線１１やソース線１４を形成する材料を使用
することができる。
【００６７】
　また、図１、図２に示すように、この金属パターン２は、上述のシール材２６と同様に
、液晶層２５を周回するように形成されており、シール材２６の幅方向Ｘにおいて、金属
パターン２の内周面（即ち、幅方向Ｘにおいて、液晶層２５側の面）２ａの位置がシール
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材２６の内周面（即ち、幅方向Ｘにおいて、液晶層２５側の面）２６ａの位置と一致する
ように配置されている。
【００６８】
　また、図１、図２に示すように、シール材２６の幅方向Ｘにおいて、金属パターン２の
外周面（即ち、幅方向Ｘにおいて、液晶層２５側と反対側の面）２ｂは、シール材２６の
外周面（即ち、幅方向Ｘにおいて、液晶層２５側と反対側の面）２６ｂよりもよりも内側
（液晶層２５側）に配置されている。
【００６９】
　即ち、金属２は、シール材２６の幅方向Ｘにおいて、シール材２６の内周面２６ａの位
置からシール材２６の外周面２６ｂに向けて延設されている。
【００７０】
　換言すると、図６、図７に示すように、シール材２６を介して相互に貼り合わせる前（
即ち、シール材２６を形成する前）のＴＦＴ基板１０とＣＦ基板２０においては、シール
材２６の配置領域３５の幅方向（即ち、シール材２６の幅方向）Ｘにおいて、金属パター
ン２の内周面２ａの位置が配置領域３５の内周面（即ち、幅方向Ｘにおいて、液晶層２５
側の面）３５ａの位置と一致するように配置されている。即ち、金属パターン２は、配置
領域３５において、金属パターン２の内周面２ａと配置領域３５の内周面３５ａとが同一
平面となるように配置されている。
【００７１】
　また、図１、図２、図６、図７に示すように、金属パターン２は、配置領域３５の内周
面３５ａに沿って枠状に設けられている。
【００７２】
　また、図６、図７に示すように、配置領域３５の幅方向Ｘにおいて、金属２の外周面２
ｂは、配置領域３５の外周面（即ち、幅方向Ｘにおいて、液晶層２５側と反対側の面）３
５ｂよりもよりも内側（液晶層２５側）に配置されている。
【００７３】
　即ち、金属パターン２は、配置領域３５の幅方向Ｘにおいて、配置領域３５の内周面３
５ａの位置から配置領域３５の外周面側３５ｂに向けて延設されている。
【００７４】
　金属パターン２の厚みＣは、配向膜９，４８を金属パターン２の内周面２ａの位置で確
実に塞き止めるとの観点から、配向膜９，４８の膜厚（例えば、２００ｎｍ）より厚い（
例えば、５００ｎｍ程度）であることが好ましい。一般に、表示領域以外のシール材配置
領域近傍の配向膜の厚みは、２００ｎｍより薄くなるので（数ｎｍ～数十ｎｍ）、５００
ｎｍ程度の厚みがあれば、充分効果は期待できる。
【００７５】
　また、ＴＦＴ基板１０とＣＦ基板２０とをシール材２６で貼り合せる際に、金属パター
ン２の厚みによって貼り合わせが阻害されるという不都合を回避するとの観点から、金属
パターン２の厚みＣは、液晶表示パネル１の厚み方向ＹにおけるＴＦＴ基板１０とＣＦ基
板２０との間の距離Ｄ（一般に、約３μｍ）よりも薄ければ良い。即ち、Ｃ＜Ｄの関係が
成立することが好ましい。
【００７６】
　また、フーリエ変換赤外分光光度計（ＦＴ－ＩＲ装置）において、金属パターン２の表
面により反射された赤外光の検出精度を向上させるとの観点から、金属パターン２の幅Ｐ
は、５０μｍ以上（即ち、配置領域３５の内周面３５ａから外周面３５ｂ側へ向けて５０
μｍ以上）あることが好ましい。
【００７７】
　また、本実施形態においては、シール材２６の配置領域３５の幅Ｗは、上述のシール材
２６の枠幅Ｚと同様に、例えば、０．５ｍｍ以上２．０ｍｍ以下に設定することができる
。
【００７８】
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　また、フーリエ変換赤外分光光度計から出射された赤外光を確実に反射するとの観点か
ら、金属パターン２は、ＴＦＴ基板１０及びＣＦ基板２０の各々において、最上層に設け
る必要がある。従って、図６に示すＴＦＴ基板１０においては、配向膜９が設けられる層
間絶縁膜３８上に金属パターン２が設けられ、また、同様に、図７に示すＣＦ基板２０に
おいては、配向膜４８が設けられるブラックマトリクス２７上に金属パターン２が設けら
れている。
【００７９】
　次に、液晶表示パネル用基板であるＴＦＴ基板１０及びＣＦ基板２０の検査方法（即ち
、シール材の配置領域における配向膜の有無の判別方法）について説明する。図８は、本
発明の実施形態に係る配向膜の有無の判別方法を説明するための図であり、図９は、本発
明の実施形態に係る配向膜の有無の判別方法を説明するためのフローチャートである。な
お、ここでは、ＴＦＴ基板１０のシール材の配置領域における配向膜の有無の判別方法を
例に挙げて説明する。
【００８０】
　図８に示すように、本実施形態の液晶表示パネル１の判別装置４０は、フーリエ変換赤
外分光光度計４と、フーリエ変換赤外分光光度計４に接続されたＡ／Ｄ変換器７と、Ａ／
Ｄ変換器７に接続されるとともに、配向膜９を形成する樹脂（例えば、ポリイミド樹脂）
の赤外吸収スペクトルを測定するためのスペクトル測定手段８とを備えている。また、判
別装置４０は、スペクトル測定手段８に接続されるとともに、シール材２６の配置領域３
５における配向膜９の有無を判別するための配向膜判別手段４１と、配向膜判別手段４１
に接続されるとともに、配向膜９の有無を判別するための所定のデータが記憶された記憶
手段４２とを備えている。
【００８１】
　そして、シール材２６の配置領域３５における配向膜９の有無を判別する際には、まず
、フーリエ変換赤外分光光度計４により、金属パターン２に向けて出射された赤外光４３
が、金属パターン２の表面２ｃに照射される（ステップＳ１）。
【００８２】
　なお、ＴＦＴ基板１０が載置されるとともに、当該ＴＦＴ基板１０を支持するステージ
４５を設けるとともに、当該ステージを可動自在に設けて、フーリエ変換赤外分光光度計
４により出射された赤外光４３を、金属パターン２の表面２ｃに確実に照射させる構成と
しても良い。
【００８３】
　そして、金属パターン２の表面２ｃ上で赤外光４３は１００％近く反射され、反射され
た赤外光４４が、再度、フーリエ変換赤外分光光度計４に設けられた検出器の受光面に投
影され、金属パターン２により反射された赤外光４４をフーリエ変換赤外分光光度計４に
より受光する（ステップＳ２）。
【００８４】
　より具体的には、フーリエ変換赤外分光光度計４の光源から出射された赤外光４３が、
フーリエ変換赤外分光光度計４に設けられるとともに、目的の領域（即ち、金属パターン
２が設けられた領域）に絞られたアパーチャを通過した後に、金属パターン２の表面２ｃ
で反射され、再びアパーチャを通過することにより、回析光を除去する仕組みとなってい
る。即ち、アパーチャ、金属パターン２、アパーチャの順番で透過した赤外光が検出器の
受光面に投影される構成となっている。
【００８５】
　次いで、検出器の受光面に投影された赤外光４４のデータは、Ａ／Ｄ変換器７によって
アナログ信号からデジタル信号に変換される（ステップＳ３）。次いで、変換されたデジ
タル信号は、スペクトル測定手段８に入力されるとともに（ステップＳ４）、当該スペク
トル測定手段８により、入力されたデジタル信号がフーリエ変換されて、赤外吸収スペク
トルが測定される（ステップＳ５）。
【００８６】
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　ここで、図８に示すように、シール材２６の配置領域３５におけて配向膜９が存在しな
い場合（即ち、配向膜９が、金属パターン２の内周面２ａを超えて、シール材２６の配置
領域３５に進入していない場合）、赤外光４３が照射される金属パターン２の表面２ｃに
配向膜９が存在しないため、図１０に示すように、スペクトル測定手段８により測定され
た赤外吸収スペクトルにおいて、配向膜９の成分（即ち、ポリイミド樹脂の成分）が出現
せず、ピークが存在しない赤外吸収スペクトルが測定されることになる。
【００８７】
　一方、図１１に示すように、シール材２６の配置領域３５におけて配向膜９が存在する
場合（即ち、配向膜９が、金属パターン２の内周面２ａを超えて、シール材２６の配置領
域３５に進入している場合）、赤外光４３が照射される金属パターン２の表面２ｃに配向
膜９が存在するため、金属パターン２の表面２ｃに照射された赤外光４３が、配向膜９の
成分（即ち、ポリイミド樹脂）により吸収される。従って、図１２に示すように、スペク
トル測定手段８により測定された赤外吸収スペクトルにおいて、配向膜９の成分（即ち、
ポリイミド樹脂の成分）が出現し、ピークが存在する赤外吸収スペクトルが測定されるこ
とになる。
【００８８】
　なお、シール材２６の配置領域３５におけて配向膜９が存在する場合は、フーリエ変換
赤外分光光度計４により出射された赤外光４３が配向膜９を透過し、金属パターン２の表
面２ｃに到達する。そして、金属パターン２の表面２ｃ上で赤外光４３は１００％近く反
射され、反射された赤外光４４が、再度、配向膜９を透過した後、フーリエ変換赤外分光
光度計４に設けられた検出器の受光面に投影される。
【００８９】
　より具体的には、フーリエ変換赤外分光光度計４の光源から出射された赤外光４３が、
上述のアパーチャを通過した後に、配向膜９を透過し、金属パターン２の表面２ｃで反射
された後、再びアパーチャを通過することにより、回析光を除去する仕組みとなっている
。即ち、アパーチャ、配向膜９、金属パターン２、配向膜９、アパーチャの順番で透過し
た赤外光が検出器の受光面に投影される構成となっている。
【００９０】
　次いで、測定された赤外吸収スペクトルのデータは、配向膜判別手段４１に入力される
（ステップＳ６）。また、配向膜判別手段４１には、配向膜９を形成する樹脂（例えば、
ポリイミド樹脂）の赤外吸収スペクトルのデータが記憶された記憶手段４２が接続されて
いる。
【００９１】
　そして、配向膜判別手段４１は、フーリエ変換赤外分光光度計４により測定された赤外
吸収スペクトルに基づいて、シール材２６の配置領域３５におけて配向膜９が存在するか
否かを判別する。
【００９２】
　より具体的には、配向膜判別手段４１は、記憶手段４２から配向膜９を形成する樹脂（
例えば、ポリイミド樹脂）の赤外吸収スペクトルのデータを読み出すとともに、測定され
た赤外吸収スペクトルのデータと予め記憶された配向膜９を形成する樹脂の赤外吸収スペ
クトルデータを比較する（ステップＳ７）。そして、測定された赤外吸収スペクトルのデ
ータと、記憶手段４２から読み出した配向膜９を形成する樹脂の赤外吸収スペクトルのデ
ータとが一致するか否かを判別する（ステップＳ８）。
【００９３】
　即ち、配向膜判別手段４１は、フーリエ変換赤外分光光度計４により測定された赤外吸
収スペクトルと、記憶手段４２に予め記憶された赤外吸収スペクトルを比較することによ
り、シール材２６の配置領域３５における配向膜９の有無を判別する構成となっている。
【００９４】
　例えば、図１１に示すように、シール材２６の配置領域３５におけて配向膜９が存在す
る場合は、図１２に示すように、フーリエ変換赤外分光光度計４により測定された赤外吸
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収スペクトルが、ポリイミド樹脂の赤外吸収スペクトルとなり、記憶手段４２から読み出
した配向膜９を形成する樹脂（即ち、ポリイミド樹脂）の赤外吸収スペクトルのデータと
一致するため、配向膜判別手段４１は、シール材２６の配置領域３５に配向膜９が存在す
ると判別する（ステップＳ９）。
【００９５】
　一方、図８に示すように、シール材２６の配置領域３５におけて配向膜９が存在しない
場合は、図１０に示すように、フーリエ変換赤外分光光度計４により測定された赤外吸収
スペクトルは、ピークの存在しない赤外吸収スペクトルとなり、記憶手段４２から読み出
した配向膜９を形成する樹脂（即ち、ポリイミド樹脂）の赤外吸収スペクトルのデータと
一致しないため、配向膜判別手段４１は、シール材２６の配置領域３５に配向膜９が存在
しないと判別する（ステップＳ１０）。
【００９６】
　なお、シール材２６の配置領域３５に配向膜９が存在すると判別した場合、シール材２
６の配置領域３５に存在した配向膜９の除去を行った後、再度、上述のステップＳ１～ス
テップＳ１０により、シール材２６の配置領域３５における配向膜９の有無の判別（即ち
、シール材２６の配置領域３５に存在した配向膜９が除去できているか否かの判別）を行
い、シール材２６の配置領域３５に配向膜９が存在しないことを確認する。
【００９７】
　また、本実施形態のフーリエ変換赤外分光光度計においては、有機化合物分子の官能基
が赤外線を吸収しやすい波長として、中赤外波長領域（波長が２．５μｍ～２５μｍ）で
測定することが好ましい。
【００９８】
　また、波数値（波長の逆数）は、４０００ｃｍ－１～６５０ｃｍ－１が好ましい。この
波数値の範囲においては、ポリイミド樹脂だけでなく、大半の有機物の同定が可能となる
ため、低波数領域（６５０ｃｍ－１～４００ｃｍ－１）は必要ないと言える。
【００９９】
　更に、ＦＴ－ＩＲの検出器の中では、比較的感度の高いＭＣＴ（水銀－カドミウム－テ
ルル）検出器を使用することが好ましい。なお、ＭＣＴ検出器においては、測定可能な波
数領域は４０００ｃｍ－１～６５０ｃｍ－１であり、上述の低波数領域側（６５０ｃｍ－

１～４００ｃｍ－１）の検出能力がないため、ＭＣＴ検出器を使用する場合においても、
この低波数領域（６５０ｃｍ－１～４００ｃｍ－１）は必要ないと言える。
【０１００】
　また、測定時の分解能としては、例えば、４ｃｍ－１、積算回数は３２回とし、図１３
に示すように、１回の測定エリアＥは、幅５０μｍ×長さ５０μｍに設定することができ
る。このような設定の場合、測定時間は約２分となり、非常に短時間で測定することが可
能になる。
【０１０１】
　このように、本実施形態においては、シール材２６と同様に、金属パターン２を配置領
域３５の内周面３５ａに沿って枠状に設けて、液晶層２５を周回するように金属パターン
２を形成することにより、シール材２６の配置領域３５の全体に渡って、当該配置領域３
５の任意の位置において、配向膜９の存在の有無を判別することが可能になる。
【０１０２】
　次に、本実施形態の液晶表示パネルの製造方法について一例を挙げて説明する。なお、
本実施形態の製造方法は、ＴＦＴ基板作製工程、ＣＦ基板作製工程、及び基板貼り合わせ
工程を備える。
【０１０３】
　＜ＴＦＴ基板作製工程＞
　まず、絶縁基板６の全体に、スパッタリング法により、例えば、チタン膜、アルミニウ
ム膜及びチタン膜などを順に成膜し、その後、フォトリソグラフィによりパターニングし
て、ゲート線１１及びゲート電極１７を厚さ４０００Å程度に形成する。
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【０１０４】
　続いて、ゲート線１１及びゲート電極１７が形成された基板全体に、プラズマＣＶＤ（
Chemical Vapor Deposition）法により、例えば、窒化シリコン膜などを成膜し、ゲート
絶縁膜１２を厚さ４０００Å程度に形成する。
【０１０５】
　さらに、ゲート絶縁膜１２が形成された基板全体に、プラズマＣＶＤ法により、例えば
、真性アモルファスシリコン膜（厚さ２０００Å程度）、及びリンがドープされたｎ＋ア
モルファスシリコン膜（厚さ５００Å程度）を連続して成膜し、その後、フォトリソグラ
フィによりゲート電極１７上に島状にパターニングして、真性アモルファスシリコン層及
びｎ＋アモルファスシリコン層が積層された半導体形成層を形成する。
【０１０６】
　そして、上記半導体形成層が形成された基板全体に、スパッタリング法により、例えば
、アルミニウム膜及びチタン膜などを順に成膜し、その後、フォトリソグラフィによりパ
ターニングして、ソース線１４、ソース電極１８及びドレイン電極４６を厚さ２０００Å
程度に形成する。
【０１０７】
　続いて、ソース電極１８及びドレイン電極４６をマスクとして上記半導体形成層のｎ＋

アモルファスシリコン層をエッチングすることにより、チャネル領域をパターニングして
、半導体層１３及びそれを備えたＴＦＴ５を形成する。
【０１０８】
　さらに、ＴＦＴ５が形成された基板全体に、プラズマＣＶＤ法により、例えば、窒化シ
リコン膜などを成膜し、第１層間絶縁膜１５を厚さ４０００Å程度に形成する。
【０１０９】
　そして、第１層間絶縁膜１５が形成された基板全体に、スピンコート法により、例えば
、ポジ型の感光性樹脂を厚さ３μｍ程度に塗布し、その塗布された感光性樹脂を、複数の
円形状の遮光部が互いに離間してランダムに形成された第１のフォトマスクを介して均一
に且つ相対的に低照度で露光する。続いて、ドレイン電極４６上のコンタクトホール３０
に対応する位置に開口部がそれぞれ形成された第２のフォトマスクを介して均一に且つ相
対的に高照度で露光した後に、現像する。これにより、上述した高照度の露光部分の感光
性樹脂は、完全に除去され、同低照度の露光部分の感光性樹脂は、塗布厚の４０％程度が
残膜し、未露光部分の感光性樹脂は、塗布厚の８０％程度が残膜することになる。さらに
、感光性樹脂が現像された基板を２００℃程度に加熱して、感光性樹脂を熱だれさせるこ
とにより、反射領域Ｒの表面がなめらかな凹凸状になった第２層間絶縁膜１６を形成する
。その後、第２層間絶縁膜１６から露出する第１層間絶縁膜１５をエッチングして、コン
タクトホール３０を形成する。
【０１１０】
　次いで、第２層間絶縁膜１６上の基板全体に、ＩＴＯ膜などからなる透明導電膜をスパ
ッタリング法により成膜し、その後、フォトリソグラフィによりパターニングして、絶縁
基板６に透明電極３１を厚さ１０００Å程度に形成する。
【０１１１】
　次いで、透明電極３１が形成された基板全体に、モリブデン膜（厚さ７５０Å程度）及
びアルミニウム膜（厚さ１０００Å程度）をスパッタリング法により順に成膜する。その
後、フォトリソグラフィによりパターニングして、反射領域Ｒにおいて、透明電極３１の
表面上に反射電極３２を形成して、透明電極３１及び反射電極３２を備えた画素電極１９
を形成する。
【０１１２】
　次いで、層間絶縁膜３８の全体に、スパッタリング法により、例えば、チタン膜、アル
ミニウム膜を成膜し、その後、フォトリソグラフィによりパターニングして、シール材２
６の配置領域３５において金属パターン２を枠状に所定の厚さ（例えば、５００ｎｍ程度
）で形成する。
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【０１１３】
　次いで、基板全体を洗浄した後、画素電極１９が形成された基板全体に、印刷法等によ
りポリイミド樹脂を塗布し、その後、ラビング処理を行って、配向膜９を厚さ２００ｎｍ
程度に形成する。
【０１１４】
　次いで、上述のステップＳ１～ステップＳ１０において説明した判別方法により、シー
ル材２６の配置領域３５における配向膜９の有無の判別を行う。
【０１１５】
　この際、上述のステップＳ１０において説明したように、配向膜判別手段４１が、シー
ル材２６の配置領域３５に配向膜９が存在しないと判別した場合は、ＴＦＴ基板１０の作
製工程が終了する。
【０１１６】
　一方、上述のステップＳ９において説明したように、配向膜判別手段４１が、シール材
２６の配置領域３５に配向膜９が存在すると判別した場合は、シール材２６の配置領域３
５に存在する（即ち、金属パターン２の表面２ｃに存在する）配向膜９を除去する。
【０１１７】
　なお、配向膜９の除去方法としては、どのような方法でも良く、例えば、レーザー除去
法、プラズマ除去法、水溶性レジストを用いたリフトオフ法を使用することができる。そ
して、シール材２６の配置領域３５に存在した配向膜９の除去後、再度、上述のステップ
Ｓ１～ステップＳ１０により、シール材２６の配置領域３５における配向膜９の有無の判
別（即ち、シール材２６の配置領域３５に存在した配向膜９が除去できているか否かの判
別）を行う。そして、シール材２６の配置領域３５に配向膜９が存在しないことを確認し
、ＴＦＴ基板１０の作製工程が終了する。
【０１１８】
　また、上述のごとく、シール材２６の配置領域３５の幅方向Ｘにおいて、金属パターン
２を、金属パターン２の内周面２ａの位置が配置領域３５の内周面３５ａの位置と一致す
るように配置する（即ち、配置領域３５において、金属パターン２の内周面２ａと配置領
域３５の内周面３５ａとを同一平面に配置する）ことにより、図６、図８に示すように、
配向膜９を金属パターン２の内周面２ａ（即ち、シール材２６の配置領域３５の内周面３
５ａ）の位置で塞き止めて、配向膜９がシール材２６の配置領域３５に形成されることを
効果的に抑制することができる。
【０１１９】
　以上のようにして、ＴＦＴ基板１０を作製することができる。
【０１２０】
　＜ＣＦ基板作成工程＞
　まず、ガラス基板などの絶縁基板２１の基板全体に、スピンコート法により、例えば、
カーボン微粒子などの黒色顔料が分散されたポジ型の感光性樹脂を塗布し、その塗布され
た感光性樹脂をフォトマスクを介して露光した後に、現像及び加熱することにより、ブラ
ックマトリクス２７を厚さ２．０μｍ程度に形成する。
【０１２１】
　続いて、ブラックマトリクス２７が形成された基板上に、例えば、赤、緑又は青に着色
されたアクリル系の感光性樹脂を塗布し、その塗布された感光性樹脂をフォトマスクを介
して露光した後に、現像することによりパターニングして、選択した色の着色層（例えば
、赤色層Ｒ）２８を厚さ２．０μｍ程度に形成する。さらに、他の２色についても同様な
工程を繰り返して、他の２色の着色層（例えば、緑色層Ｇ及び青色層Ｂ）２８を厚さ２．
０μｍ程度に形成して、赤色層Ｒ、緑色層Ｇ及び青色層Ｂを備えたカラーフィルター層２
２を形成する。
【０１２２】
　次いで、カラーフィルター層２２が形成された基板上に、スピンコート法により、アク
リル系の感光性樹脂を塗布し、その塗布された感光性樹脂をフォトマスクを介して露光し
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た後に、現像することにより、透明層２３を厚さ２μｍ程度に形成する。
【０１２３】
　次いで、透明層２３が形成された基板全体に、スパッタリング法により、例えば、ＩＴ
Ｏ膜を成膜し、その後、フォトリソグラフィによりパターニングして、共通電極２４を厚
さ１５００Å程度に形成する。
【０１２４】
　次いで、共通電極２４が形成された基板全体に、スピンコート法により、アクリル系の
感光性樹脂を塗布し、その塗布された感光性樹脂をフォトマスクを介して露光した後に、
現像することにより、フォトスペーサ２９を厚さ４μｍ程度に形成する。
【０１２５】
　次いで、ブラックマトリクス２７の全体に、スパッタリング法により、例えば、チタン
膜、アルミニウム膜を成膜し、その後、フォトリソグラフィによりパターニングして、シ
ール材２６の配置領域３５において金属パターン２を枠状に所定の厚さ（例えば、５００
ｎｍ程度）で形成する。
【０１２６】
　次いで、基板全体を洗浄した後、共通電極２４が形成された基板全体に、印刷法等によ
りポリイミド樹脂を塗布し、配向膜４８を厚さ２００ｎｍ程度に形成する。
【０１２７】
　次いで、上述のステップＳ１～ステップＳ１０において説明した判別方法により、シー
ル材２６の配置領域３５における配向膜４８の有無の判別を行う。
【０１２８】
　この際、上述のステップＳ１０において説明したように、配向膜判別手段４１が、シー
ル材２６の配置領域３５に配向膜４８が存在しないと判別した場合は、ＣＦ基板２０の作
製工程が終了する。
【０１２９】
　一方、上述のステップＳ９において説明したように、配向膜判別手段４１が、シール材
２６の配置領域３５に配向膜４８が存在すると判別した場合は、シール材２６の配置領域
３５に存在する（即ち、金属パターン２の表面２ｃに存在する）配向膜４８を、上述した
レーザー除去法、プラズマ除去法、水溶性レジストを用いたリフトオフ法等により除去す
る。そして、配向膜４８の除去後、再度、上述のステップＳ１～ステップＳ１０により、
シール材２６の配置領域３５における配向膜４８の有無の判別を行い、シール材２６の配
置領域３５に配向膜４８が存在しないことを確認し、ＣＦ基板２０の作製工程が終了する
。
【０１３０】
　なお、この場合も、上述のごとく、シール材２６の配置領域３５の幅方向Ｘにおいて、
金属パターン２を、金属パターン２の内周面２ａの位置が配置領域３５の内周面３５ａの
位置と一致するように配置することにより、図７に示すように、配向膜４８を金属パター
ン２の内周面２ａ（即ち、シール材２６の配置領域３５の内周面３５ａ）の位置で塞き止
めて、配向膜４８がシール材２６の配置領域３５に形成されることを効果的に抑制するこ
とができる。
【０１３１】
　以上のようにして、ＣＦ基板２０を作製することができる。
【０１３２】
　＜貼り合わせ工程＞
　まず、例えば、ディスペンサを用いて、上記ＣＦ基板作製工程で作製されたＣＦ基板２
０のシール材２６の配置領域３５に、紫外線硬化型樹脂により構成されたシール材２６を
枠状に描画する。
【０１３３】
　この際、シール材２６は、図１、図２に示すように、液晶層２５を周回するように形成
されるとともに、シール材２６の幅方向Ｘにおいて、ＣＦ基板２０に形成された金属パタ
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ーン２の内周面２ａの位置がシール材２６の内周面２６ａの位置と一致するように、かつ
金属パターン２を被覆するように形成される。
【０１３４】
　次いで、上記シール材２６が描画されたＣＦ基板２０におけるシール材２６の内側の領
域に液晶材料を滴下する。
【０１３５】
　さらに、上記液晶材料が滴下されたＣＦ基板２０と、上記ＴＦＴ基板作製工程で作製さ
れたＴＦＴ基板１０とを、減圧下で貼り合わせた後に、その貼り合わせた貼合体を大気圧
に開放することにより、その貼合体の表面及び裏面を加圧する。
【０１３６】
　この際、図１、図２に示すように、シール材２６は、シール材２６の幅方向Ｘにおいて
、ＴＦＴ基板１０に形成された金属パターン２の内周面２ａの位置がシール材２６の内周
面２６ａの位置と一致するように、かつ金属パターン２を被覆するように配置される。
【０１３７】
　次いで、上記貼合体に挟持されたシール材２６にＵＶ光を照射した後に、その貼合体を
加熱することによりシール材２６を硬化させる。
【０１３８】
　以上のようにして、図１に示す液晶表示パネル１を作製することができる。
【０１３９】
　なお、貼り合わせ工程において、液晶材料を注入する方法として、真空注入法を使用す
る場合は、まず、ＣＦ基板２０のシール材２６の配置領域３５に、熱硬化型樹脂（例えば
、エポキシ樹脂）により構成されたシール材２６を枠状に描画する。その後、ＴＦＴ基板
１０とＣＦ基板２０の表示領域Ｈが重なり合うように、シール材２６が形成されたＣＦ基
板２０上に、ＴＦＴ基板１０を重ね合わせ、シール材２６を介して、ＴＦＴ基板１０とＣ
Ｆ基板２０を貼り合わせる。
【０１４０】
　次いで、加熱処理（例えば、エポキシ樹脂を使用した場合は、２００℃に加熱処理）に
より、シール２６を硬化させる。その後、真空雰囲気で、シール材２６に形成された液晶
材料注入口（不図示）を液晶材料に接触させ、大気雰囲気に戻して、液晶材料注入口から
液晶材料をシール材２６の内側に注入することにより、シール材２６の内側に液晶層２５
を形成して、ＴＦＴ基板１０とＣＦ基板２０とを貼り合わせる。なお、液晶材料を注入後
、液晶材料注入口を紫外線硬化型樹脂等の封止材により封止する。
【０１４１】
　以上に説明した本実施形態によれば、以下の効果を得ることができる。
【０１４２】
　（１）本実施形態においては、シール材２６の配置領域３５に、フーリエ変換赤外分光
光度計４から出射された赤外光４３をフーリエ変換赤外分光光度計４へと反射して、配置
領域３５における配向膜９，４８の有無を判別するための金属パターン２を設ける構成と
している。従って、フーリエ変換赤外分光光度計４の顕微反射法を使用することができる
ため、フーリエ変換赤外分光光度計４により測定された赤外吸収スペクトルに基づいて、
シール材２６の配置領域３５における配向膜９，４８の有無を判別することが可能になり
、非接触測定により配向膜９，４８の有無を判別することが可能になる。
【０１４３】
　（２）特に、シール材２６の配置領域３５に存在した配向膜９，４８を除去した後に、
シール材２６の配置領域３５における配向膜９，４８の有無を判別することができるため
、シール材２６の配置領域３５に存在した配向膜９，４８が除去できているか否かを確実
に確認することができる。
【０１４４】
　（３）また、光学顕微鏡を使用した目視による確認と異なり、配向膜９，４８の有無の
判別に個人差が生ぜず、また、液晶表示パネル１を破壊することなく、配向膜９，４８の
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有無を判別することができる。
【０１４５】
　（４）また、非接触測定により容易に配向膜９，４８の有無を判別することが可能であ
るため、シール材２６の配置領域３５において配向膜９，４８が存在する場合であっても
、迅速かつ容易に配向膜９，４８を除去することができる。従って、生産性が向上すると
ともに、歩留まりを向上することができる。
【０１４６】
　（５）また、金属パターン２を設けて、フーリエ変換赤外分光光度計４の顕微反射法を
使用することにより、低コストで配向膜９，４８の有無を判別することができる。
【０１４７】
　（６）また、シール材２６の配置領域３５に金属パターン２を設けているため、外観を
損なうことなく、配向膜９，４８の有無を判別することができる。
【０１４８】
　（７）本実施形態においては、金属パターン２を、金属パターン２の内周面２ａと配置
領域３５の内周面３５ａとが同一平面となるように配置する構成としている。従って、配
向膜９，４８を金属パターン２の内周面２ａの位置で塞き止めて、配向膜９，４８がシー
ル材２６の配置領域３５に形成されることを効果的に抑制することができる。
【０１４９】
　（８）本実施形態においては、金属パターン２を、配置領域３５の内周面３５ａに沿っ
て枠状に設ける構成としている。従って、シール材２６の配置領域３５の全体に渡って、
非接触測定により配向膜９，４８の有無を判別することが可能になる。
【０１５０】
　（９）本実施形態においては、金属パターン２の幅Ｐを、５０μｍ以上に設定する構成
としている。従って、フーリエ変換赤外分光光度計４において、金属パターン２の表面２
ｃにより反射された赤外光の検出精度を向上させることが可能になる。
【０１５１】
　（１０）本実施形態においては、金属パターン２の厚みをＣ、液晶表示パネル１の厚み
方向ＹにおけるＴＦＴ基板１０とＣＦ基板２０との間の距離をＤとした場合、Ｃ＜Ｄの関
係が成立する構成としている。従って、ＴＦＴ基板１０とＣＦ基板２０とをシール材２６
で貼り合せる際に、金属パターン２の厚みによって貼り合わせが阻害されるという不都合
を回避でき、製造条件を変更することなく液晶表示パネル１を生産することが可能になる
。
【０１５２】
　（１１）本実施形態においては、金属パターン２を、タンタル、クロム、モリブデン、
ニッケル、チタン、銅、アルミニウムからなる群により選ばれる１種により形成する構成
としている。従って、安価かつ汎用性のある金属材料により、金属パターン２を形成する
ことができる。
【０１５３】
　（１２）本実施形態においては、金属パターン２により反射された赤外光４４をフーリ
エ変換赤外分光光度計４により受光して、赤外吸収スペクトルを測定し、測定された赤外
吸収スペクトルに基づいて、配置領域３５における配向膜９，４８の有無を判別する構成
としている。従って、種々の配向膜除去方法を検討する際に、これらの配向膜除去方法の
有効性を容易に確認することができるため、配向膜除去方法の検討を容易かつ短期間で行
うことが可能になる。
【０１５４】
　（１３）本実施形態においては、フーリエ変換赤外分光光度計４により測定された赤外
吸収スペクトルと、予め記憶された他の赤外吸収スペクトルを比較することにより、配置
領域３５における配向膜９，４８の有無を判別する構成としている。従って、簡単な方法
により、配向膜９，４８の有無の検査を迅速かつ正確に行うことが可能になる。
【０１５５】
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　なお、上記実施形態は以下のように変更しても良い。
【０１５６】
　フーリエ変換赤外分光光度計により赤外吸収スペクトルを測定する際に、高感度反射法
（または、反射吸収法）により分析対象である金属パターン２の表面２ｃの赤外吸収スペ
クトルを測定する構成としても良い。
【０１５７】
　この高感度反射法においては、図１４、図１５に示すように、金属パターン２の表面２
ｃに、入射面（金属パターン２に対する垂線５１と入射光である赤外光５０とにより形成
される平面）に平行に偏光された赤外光（Ｐ偏光）５０を所定の入射角（垂線５１と赤外
光５０とのなす角）θ（７５°≦θ≦８５°）で入射させる。そして、金属パターン２の
表面２ｃ上で反射された赤外光５０が、再度、フーリエ変換赤外分光光度計４に設けられ
た検出器の受光面に投影され、上述のステップＳ１～Ｓ１０と同様にして、シール材２６
の配置領域３５における配向膜９，４８の有無を判別する。
【０１５８】
　この高感度測定法では、赤外光の電場ベクトルの振動方向（偏光方向）が入射面に平行
であるため、図１５に示すように、入射光（即ち、赤外光５０）の電場ベクトルＶ１と反
射光（赤外光５２）の電場ベクトルＶ２が金属パターン２の表面２ｃで強め合い、金属パ
ターン２の表面２ｃに垂直な定常振動電場を形成することができる。
【０１５９】
　また、赤外光５０の入射角θを、７５°≦θ≦８５°に設定しているため、金属パター
ン２の表面２ｃに形成された配向膜９，４８の内部を透過する赤外光５０の距離を長くす
ることができる。
【０１６０】
　従って、非常に高い感度で金属パターン２の表面２ｃ上に存在する薄膜（即ち、配向膜
９，４８）を検出することが可能になるため、配向膜９，４８の厚みが非常に薄い（例え
ば、数ｎｍ～数十ｎｍ）場合であっても、シール材２６の配置領域３５における配向膜９
，４８の有無を判別することが可能になる。
【０１６１】
　また、図１６に示すように、金属パターン２に、ゲート線やソース線などの複数の配線
３６を端子領域Ｔに引き出すための配線引き出し部２ｄを形成する構成としても良い。こ
のような構成により、金属パターン２と配線３６との接触を確実に回避して、金属パター
ン２と配線３６の電気的リークを回避することができる。
【０１６２】
　また、上記実施形態においては、金属パターン２をＴＦＴ基板１０及びＣＦ基板２０の
双方に設ける構成としたが、当該金属パターン２を、ＴＦＴ基板１０及びＣＦ基板２０の
少なくとも一方に設ける構成としても良い。
【０１６３】
　上記実施形態においては、画素に対して、アクティブマトリクス駆動方式によって電圧
を印加する構成としたが、ＴＦＴ基板１０側に第１電極を設けるとともに、ＣＦ基板２０
側に第２電極を設け、第１電極と第２電極とを互いに直交させて配置させるとともに、第
１電極と第２電極とが交差する部分を画素とする単純マトリクス駆動方式によって、画素
に対して電圧を印可する方式を採用しても良い。
【０１６４】
　上記実施形態においては、表示パネルとして、液晶表示パネル１を例に挙げて説明した
が、例えば、有機ＥＬ表示パネル等の他の表示パネルについても、本発明を適用すること
ができる。
【産業上の利用可能性】
【０１６５】
　本発明の活用例としては、一対の基板を所定の間隔を隔てて重ね合わせ、一対の基板の
間隙に表示媒体層である液晶層を封入する液晶表示パネル、液晶表示パネル用基板の検査
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【符号の説明】
【０１６６】
　１　　液晶表示パネル
　２　　金属パターン
　２ａ　　金属パターンの内周面
　４　　フーリエ変換赤外分光光度計
　８　　スペクトル測定手段
　９　　配向膜
　１０　　ＴＦＴ基板（第１基板）
　２０　　ＣＦ基板（第２基板）
　２５　　液晶層
　２６　　シール材
　３５　　シール材の配置領域
　３５ａ　　シール材の配置領域の内周面
　４１　　配向膜判別手段
　４２　　記憶手段
　４３　　赤外光
　４４　　赤外光
　４８　　配向膜
　Ｃ　　金属パターンの厚み
　Ｄ　　ＴＦＴ基板とＣＦ基板との間の距離
　Ｐ　　金属パターンの幅

【図１】 【図２】

【図３】
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